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１．概要（Summary） 

IrO2の(110)面は，150 K 程度の低温であっても CH4

の C-H 結合を開裂させることができる [1]．今回，

IrO2(110)ナノシートを利用した低消費エネルギーな

CH4ガスセンサの開発を目指し，東京大学武田クリーン

ルームの設備を利用して IrOxの成膜およびエッチングを

検証した． 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高密度汎用スパッタリング装置 
汎用高品位 ICP エッチング装置 

【実験方法】 
20 mm角の SiO2/Si 基板に対して，室温で IrOxを約

26.5 nm 堆積した．スパッタは Ar 18 sccm，O2 2 sccm，

圧力 0.67 Pa，RF パワー80 W の条件で行った．堆積し

た IrOx薄膜を，研究室の装置を用いてアニールし，フォト

リソグラフィを行った後，武田クリーンルームにてドライエッ

チングを行った．エッチングガスには SF6 40 sccm を用

い，アンテナ RF パワーを 100 W，バイアス RF パワーを

200 W として，70 秒間エッチングを行った． 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

堆積し，アニールした IrOx薄膜を，一般財団法人 材

料科学技術振興財団に送付し，断面の TEM 分析を行っ

た画像を Fig. 1 に示す．微結晶とアモルファスマトリックス

からなる領域と，結晶粒の存在が確認できた．また，エッ

チング後，研究室にてレジストを剥離したサンプルを，研

究室の光学顕微鏡を用いて撮影した画像を Fig. 2 に示

す． 
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Fig. 1 TEM image of IrOx film. 

  
Fig. 2 Optical microscope images of etched IrOx 
film. 


